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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФЭЛ

Обеспечивающая кафедра ФЭТ

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 1

Семестр 1

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Лабораторные занятия (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 17

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 56
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 108
Вид промежуточной аттестации

Экзамен (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ВАКУУМНОПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОНИКЕ»

Определяющую роль в технологии материалов микроэлектроники игра

ют ионноплазменные процессы, обеспечивающие эффективное взаимодействие

электронов и ионов с твердотельными структурами. Получение пленок и мно

гослойных структур микрои нанометрического масштаба и их последующая

обработка (травление, модификация свойств) является ключевыми задачами

технологии микро, оптоэлектроники. Курс посвящен рассмотрению физики

процессов в слабо ионизированной низкотемпературной плазме, обеспечива

ющих решение указанных задач. Наряду с изучением физических основ плаз

менной технологии в курсе рассмотрены и ее прикладные аспекты, связанные с

особенностями выбора технологических режимов для различных материалов и

анализом специфики конструктивных элементов и устройств плазменной тех

нологии. В результате изучения курса (практические занятия, лабораторные ра

боты) будет получен комплекс знаний, позволяющий формировать и разраба

тывать ионноплазменные технологические процессы микроэлектроники, а так

же проектировать новое оборудование ионноплазменных технологий.

SUBJECT SUMMARY

«VACUUMPLASMA TECHNIQUES IN ELECTRONICS»

The ionplasma processes play decisive role inmicroelectronics andmicrowave

photonics materials technology. These processes provide effective interaction of

electrons and ions with solid structures. Getting films andmultilayer structures of mi

croand nanometer scale and their subsequent processing (etching, modifying prop

erties) is a key task of manufacturing technology of micro, optoelectronics and mi

crowave photonics. The course is devoted to the consideration of physics of the

processes in a weakly ionized lowtemperature plasma, providing a solution to the
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problems. Along with the study of the physical fundamentals of plasma technol

ogy the applied aspects related to the characteristics of the choice of technological

modes for different materials and analysis of specific structural elements and devices

of plasma technology are considered. As a result of study of the course (practical

classes, laboratory works) the complex knowledge about construction and develop

ment of ionplasma processes in microelectronics as well as to design new equipment

ionplasma technologies will be obtained.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Основной целью изучения дисциплины «Вакуумноплазменные технологии

в электронике» является приобретение знаний о технологиях материалов мик

роэлектроники и, в частности, ионноплазменных процессах, обеспечивающих

эффективное взаимодействие электронов и ионов с твердотельными структура

ми, а также формирование умений и навыков, необходимых для практического

применения этих технологий.

2. Основной задачей дисциплины является формирование навыков получения

пленок и многослойных структур микрои нанометрического масштаба и изу

чение способов их последующей обработки.

3. В результате освоения дисциплины учащиеся получат знания о современных

тенденциях и перспективах развития вакуумноплазменных технологий и их

применения при производстве элементов электроники и наноэлектроники.

4. В результате освоения дисциплины будут сформированы умения, позволя

ющие предлагать новые области научных исследований и разработок, новые

методологические подходы к решению задач в профессиональной сфере дея

тельности.

5. В результате освоения дисциплины учащиеся приобретут навыки владения

методами проектирования электронной компонентной базы и технологических

процессов электроники и наноэлектроники. иметь навыки применения техно

логических процессов для создания приборов электроники и наноэлектроники.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы

бакалавриата или специалитета.
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и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Диагностика материалов электроники»

2. «Современные проблемы электроники»

3. «Технологии перспективных материалов электроники»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

ПК2 Способен разрабатывать эффективные алгоритмы решения сформули
рованных задач с использованием современных языков программиро
вания и обеспечивать их программную реализацию

ПК2.1 Знает методы разработки эффективных алгоритмов решения науч
ноисследовательских задач

ПК2.2 Умеет использовать алгоритмы решения исследовательских задач с
использованием современных языков программирования

ПК2.3 Владеет навыками разработки стратегии и методологии исследова
ния изделий микрои наноэлектроники

ПК3 Готов определять цели, осуществлять постановку задач проектирова
ния электронных приборов, схем и устройств различного функцио
нального назначения, подготавливать технические задания на выпол
нение проектных работ

ПК3.1 Знает схемы и устройства изделий микрои наноэлектроники различ
ного функционального назначения

ПК3.2 Умеет подготавливать технические задания на выполнение проект
ных работ

ПК3.3 Владеет навыками разработки архитектуры изделий микро и нано
электроники
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

Лаб,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 1 0 0 1
2 Основные понятия низкотемпературной плазмы

и газового разряда
3 3 3 9

3 Физические процессы, происходящие при взаи
модействии потоков ионов с твердым телом

3 3 3 1 10

4 Основные закономерности движения частиц
плазмы в электрическом и магнитном полях

3 3 3 9

5 Распространение электромагнитных волн в
плазме

2 3 3 8

6 Основы плазмохимии в технологических про
цессах

2 3 2 9

7 Диагностика вакуумноплазменных процессов 2 2 3 9
8 Заключение 1 1

Итого, ач 17 17 17 1 56
Из них ач на контроль 0 0 0 0 35
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 108/3

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Предмет курса и его цель. Связь курса с другими дис
циплинами учебного плана.

2 Основные понятия низкотем
пературной плазмы и газового
разряда

Основы физики низкотемпературной плазмы и газово
го разряда. Характеристика плазмы в технологии мик
роэлектроники. Понятие неравновесной плазмы. Ам
биполярная диффузия. Плавающий потенциал и его
роль в ионноплазменной технологии. Уравнение ба
ланса заряженных частиц в плазме.

3 Физические процессы, проис
ходящие при взаимодействии
потоков ионов с твердым те
лом

Процессы ионноплазменного распыления материа
лов. Основные физические процессы, лежащие в ос
нове напыления пленок методом ионноплазменной
технологии. Распыление многокомпонентных матери
алов. Ионная имплантация.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

4 Основные закономерности
движения частиц плазмы в
электрическом и магнитном
полях

Особенности магнетронного распыления. Основные
закономерности движения частиц плазмы в электриче
ском и магнитном полях. Направления использования
магнетронных ионноплазменных процессов.

5 Распространение электромаг
нитных волн в плазме

ВЧСВЧ электромагнитные поля в процессах плазмен
ной технологии. Распространение электромагнитных
волн в плазме. Глубина проникновения ВЧ поля в плаз
му. ВЧ мощность, рассеиваемая в плазме. Проблема
согласования ВЧ генератора с объемом распыления.
Эквивалентные представления газового разряда меж
ду электродами ВЧ камеры. Характерные режимы ВЧ
распыления и травления.

6 Основы плазмохимии в техно
логических процессах

Возможности плазмохимии в технологических про
цессах микроэлектроники. Кинетический и термоди
намический эффект. Система уравнений баланса хи
мически активных частиц в плазме (на примере полу
чения атомарного азота). Процесс травления кремния.
Процесс анодизации кремния.

7 Диагностика вакуумноплаз
менных процессов

Диагностика вакуумноплазменных технологических
процессов и методы исследования пленочных покры
тий. Ленгмюровские зонды. СВЧ диагностика. Масс
спектроскопия. Лазерное зондирование. Качествен
ный и количественный рентгеноспектральный анализ
материалов. Растровая микроскопия и рентгеновский
микроанализ. Ожеспектроскопия

8 Заключение Основные перспективы развития вакуумноплазмен
ных технологий.

4.2 Перечень лабораторных работ

Наименование лабораторной работы Количество ауд. часов
1.Моделирование процесса доставки на подложку распыленных
атомов однокомпонентных материалов 3
2.Моделирование процесса доставки на подложку распыленных
атомов многокомпонентных материалов 4
3.Моделирование процесса доставки на подложку распыленных
атомов сегнетоэлектрических материалов 4
4. Моделирование процесса распыления однокомпонентных ма
териалов 4
5. Моделирование процесса распыления многокомпонентных
материалов 2
Итого 17

4.3 Перечень практических занятий
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Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Основные понятия физики низкотемпературной плазмы и га
зового разряда. 3
2. Основные понятия ионноплазменного распыления материа
лов. 3
3. Основные закономерности движения частиц плазмы в элек
трическом и магнитном полях. 3
4. Распространение электромагнитных волн в плазме. 3
5. Основы плазмохимии в технологических процессах. 3
6. Диагностика вакуумноплазменных технологических процес
сов. 2
Итого 17

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
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формационными ресурсами сети Интернет.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной

дисциплины.

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения

и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель

ности, которые указывают путь решения проблемы.

Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли

ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебники,

учебные пособия, конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или элек

тронном виде.

Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр

ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по

дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди

торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения

дисциплины»). 

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 4
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 2
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Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 0
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 9
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 6
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 0
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 35
ИТОГО СРС 56
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Вольпяс, Валерий Александрович. Процессы ионноплазменной тех

нологии в микроэлектронике [Текст] : [Текст лекций] / В.А.Вольпяс,
Е.К.Гольман, А.Г.Зайцев; Под ред. А.Б.Козырева, 1989. 48 с.

59

2 Барченко, Владимир Тимофеевич. Ионноплазменные технологии в элек
тронном производстве [Текст] / В.Т. Барченко,Ю.А. Быстров, Е.А. Колгин
; под ред. Ю.А. Быстрова, 2001. 331 с.

138

3 Карманенко, Сергей Федорович. Ионные пучки в технологических и ди
агностических процессах электроники [Текст] : Текст лекций / С.Ф. Кар
маненко, 2004. 64 с.

58

4 Сорокин, Валерий Сергеевич. Материалы и элементы электронной техни
ки [Текст] : учеб. для вузов по направлению подгот. бакалавров, магистров
и специалистов 210100 ”Электроника и микроэлектроника” : в 2 т. Т. 2
: Активные диэлектрики, магнитные материалы, элементы электронной
техники, 2006. 377 с.

521

5 Вендик, Орест Генрихович. Корпускулярнофотонная технология [Текст]
: учеб.пособие для вузов по специальности ”Промышленная электроника”
/ О. Г. Вендик, Ю.Н. Горин, В.Ф. Попов, 1984. 240 с.

105

6 Применение ионных пучков в технологических и диагностических про
цессах электроники [Текст] : учеб. пособие [по курсу ”Физика электрон
ных и ионных процессов”] / Р.Н.Ильин, С.Ф.Карманенко, В.И.Сахаров,
И.Т.Серенков, 2002. 80 с.

60

7 Александрова, Ольга Анатольевна. Физика и химия материалов оптоэлек
троники и наноэлектроники [Текст] : практикум / О.А. Александрова, В.А.
Мошников, 2007. 68 с.

33

8 Вольпяс, Валерий Александрович. Моделирование процессов распыле
ния и переноса в ионноплазменной технологии [Текст] / В.А. Вольпяс,
А.Б. Козырев, В.П. Афанасьев, 2007. 153 с.

100

9 Вольпяс, Валерий Александрович. Физика слабоионизированной плазмы.
Прикладные вопросы ионноплазменного распыления [Текст] : [Учеб. по
собие] / В.А. Вольпяс, А.Б. Козырев, 1997. 130 с.

7

Дополнительная литература
1 Ландау, Лев Давидович. Квантовая механика [Текст] : нерелятивистская

теория : учеб. пособие для физ. специальностей унов / Л.Д. Ландау, Е.М.
Лифшиц, 1974. 752 с.

5

2 Смирнов, Борис Михайлович. Введение в физику плазмы [Текст] / Б.М.
Смирнов, 1982. 224 с.

20
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№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

3 Синельников, БорисМихайлович. Физическая химия кристаллов с дефек
тами [Текст] : учеб. пособие для вузов по специальности ”Микроэлектро
ника и твердотельная электроника” и ”Микросистемная техника” направ
ления подгот. диплом. специалистов ”Электроника и микроэлектроника”
/ Б.М. Синельников, 2005. 136 с.

10

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Кристаллографическая и кристаллохимическая база данных для минералов и их

структурных аналоговhttp://database.iem.ac.ru/

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=10710
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Вакуумноплазменные технологии в электронике» преду

смотрены следующие формы промежуточной аттестации: экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач
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Особенности допуска

Учащийся допускается к экзамену в случае достаточного количества по

сещенных занятий (не менее 80% лекционных занятий), успешного выполне

ния всех практических работ на практических занятиях и защиты всех лабора

торных работ.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Основы физики низкотемпературной плазмы и газового разряда.
2 Характеристика плазмы в технологии микроэлектроники. Понятие неравновесной

плазмы.
3 Процессы ионноплазменного распыления материалов.
4 Распыление многокомпонентных материалов.
5 Особенности магнетронного распыления. Основные закономерности движения ча

стиц плазмы в электрическом и магнитном полях.
6 Направления использования магнетронных ионноплазменных процессов.
7 ВЧСВЧ электромагнитные поля в процессах плазменной технологии.
8 Распространение электромагнитных волн в плазме.
9 Проблема согласования ВЧ генератора с объемом распыления.
10 Эквивалентные представления газового разряда между электродами ВЧ камеры.
11 Характерные режимы ВЧ распыления и травления.
12 Возможности плазмохимии в технологических процессах микроэлектроники.
13 Кинетический и термодинамический эффект.
14 Процесс травления кремния.
15 Процесс анодизации кремния.
16 Диагностика вакуумноплазменных технологических процессов и методы исследо

вания пленочных покрытий.
17 Ленгмюровские зонды.
18 Массспектроскопия.
19 Лазерное зондирование.
20 Растровая микроскопия и рентгеновский микроанализ.

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
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ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Вакуумноплазменные технологии в электронике  ФЭЛ

1. Ионная имплантация. 

2. Характерные режимы ВЧ распыления и травления.

3. Задача.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ФЭТ                                                   А.А. Семенов

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5
6
7

Основные понятия низкотемпературной плазмы и газового
разряда
Физические процессы, происходящие при взаимодействии
потоков ионов с твердым телом
Основные закономерности движения частиц плазмы в элек
трическом и магнитном полях
Распространение электромагнитных волн в плазме
Основы плазмохимии в технологических процессах
Диагностика вакуумноплазменных процессов

Практическая работа

8
9
10
11
12
13
14
15

Основные понятия низкотемпературной плазмы и газового
разряда
Основные закономерности движения частиц плазмы в элек
трическом и магнитном полях
Физические процессы, происходящие при взаимодействии
потоков ионов с твердым телом
Распространение электромагнитных волн в плазме
Основы плазмохимии в технологических процессах
Диагностика вакуумноплазменных процессов Отчет по лаб. работе

16
17

Основные понятия низкотемпературной плазмы и газового
разряда
Физические процессы, происходящие при взаимодействии
потоков ионов с твердым телом
Основные закономерности движения частиц плазмы в элек
трическом и магнитном полях
Распространение электромагнитных волн в плазме
Основы плазмохимии в технологических процессах
Диагностика вакуумноплазменных процессов

Коллоквиум

6.4 Методика текущего контроля

на лекционных занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

на лабораторных занятиях

 Порядок выполнения лабораторных работ, подготовки отчетов и их за

щиты на коллоквиуме

В процессе обучения по дисциплине «Вакуумноплазменные технологии

в электронике» студент обязан выполнить 4 лабораторные работы. Под вы
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полнением лабораторных работ подразумевается подготовка к работе, прове

дение экспериментальных исследований, подготовка отчета и его защита на

коллоквиуме. После выполнения лабораторных работ предусматривается про

ведение коллоквиумов, на которых осуществляется защита лабораторных ра

бот. Выполнение лабораторных работ студентами осуществляется в бригадах

до 4 человек. Оформление отчета студентами осуществляется в количестве од

ного отчета на бригаду в соответствии с принятыми в СПбГЭТУ правилами

оформления студенческих работ. Отчет оформляется после выполнения экспе

риментальных исследований и представляется преподавателю на проверку. По

сле проверки отчет либо возвращается (при наличии замечаний) на доработку,

либо подписывается к защите.

Лабораторные работы защищаются студентами индивидуально. Каждый

студент получает вопрос по теоретической части, или по процедуре проведения

экспериментальных исследований, или по последующей обработке результа

тов, после чего ему предоставляется время для подготовки ответа. При обсуж

дении ответа преподаватель может задать несколько уточняющих вопросов. В

случае если студент демонстрирует достаточное знание вопроса, работа счита

ется защищенной.

На защите лабораторной работы студент должен показать: понимание ме

тодики исследования и знание особенностей её применения, понимание и уме

ние объяснять особенности применяемых методов, возможные области их при

менения и т.д., умение давать качественную и количественную оценку получен

ных экспериментальных результатов и прогнозировать реакции исследуемого

объекта на различные воздействия, навыки и умения, приобретенные при вы

полнении лабораторной работы.

Коллоквиум проводится на основе вопросов к экзамену, изученных до мо

мента проведения коллоквиума. 

Текущий контроль включает в себя выполнение, сдачу в срок отчетов и
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их защиту по всем лабораторным работам, по результатам которой студент по

лучает допуск на экзамен.

на практических (семинарских) занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно

привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,

решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо

жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на

практических занятиях.

самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци

онных, лабораторных и практических занятиях студентов по методикам, опи

санным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
доска, экран, проектор,
ноутбук или компьютер

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Лабораторные рабо
ты

Лаборатория Количество посадочных
мест, ПК или ноутбуки
– в соответствии с кон
тингентом, рабочее место
преподавателя.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше;
3) ПО для ма
тематического
моделирования

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя.
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА
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